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Abstract of DE1 0043601 

The invention relates to a device and method for 
the deposition of, in particular, crystalline layers 
on one or several, in particular, equally crystalline 
substrates in a process chamber (1), by means of 
reaction gases which are fed to the process 
chamber where they react pyrolytically. The 
process chamber (1 ) has a first wall (3) and a 
second wall (4), lying opposite the first. The first 
wall is provided with at least one heated 
substrate holder (45), to which at least one 
reaction gas is led by means of a gas inlet device 
(6). According to the invention, a premature 
decomposition of source gases and a local 
oversaturation of the gas flow with decomposition 
products may be avoided, whereby the gas inlet 
device (1) is liquid cooled. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

© Vorrichtung und Verfahren zum Abscheiden insbesondere kristalliner Schichten auf insbesondere kristallinen 
Substraten 

© Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Abschei- 
den, insbesondere kristalliner Schichten auf einem oder 
mehreren, insbesondere ebenfalls kristallinen Substraten 
in einer Prozesskammer (1) mittels in die Prozesskammer 
eingeleiteter und sich dort pyrolytisch umsetzender Reak- 
tionsgase, wobei die Prozesskammer (1) eine erste Wand 

(3) und eine der ersten gegenuberliegende zweite Hand 

(4) besitzt und der ersten Wand mindestens ein beheizter 
Substrathalter (45) zugeordnet ist, wobei zumindest ein 
Reaktionsgas mittels eines Gaseinlassorgangs (6) der 
Prozesskammer (1) zugefuhrt wird. Um eine vorzeitige 
Zerlegung von Quellengasen und die lokale Ubersatti- 
gung des Gasstromes mit Zerlegungsprodukten zu ver- 
meiden, ist vorgesehen, dass das Gaseinlassorgan (1) 
flussigkeitsgekuhlt ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft zunachst eine Vorrichtung 
zum Abscheiden insbesondere kristalliner Schichten auf ei- 
nem oder mehreren, insbesondere ebenfalls kristallinen 5 
Substraten in einer Prozesskammer mittels in die Prozess- 
kammer eingeleiteten und sich dort pyrolytisch umsetzen- 
den Reaktionsgasen, wobei die Prozesskammer eine erste 
Wand und eine der ersten gegenuberliegenden, zweite Wand 
besitzt und der ersten Wand mindestens ein beheizter Sub- 10 
strathalter zugeordnet ist, wobei zumindest ein Reaktions- 
gas mittels eines Gaseinlassorgans der Prozesskammer zu- 
gefiihrt wird. 

[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum 
Abscheiden, insbesondere kristalliner Schichten auf einem is 
oder mehreren, insbesondere ebenfalls kristallinen Substra- 
ten in einer Prozesskammer mittels in die Prozesskammer 
eingeleiteten und sich dort pyrolytisch umsetzenden Reakti- 
onsgasen, wobei die Prozesskammer eine erste Wand und 
eine der ersten gegenuberliegenden, zweiten Wand besitzt 20 
und auf einem der ersten Wand zugeordneten beheizten Sub- 
strathalter ein Substrat liegt. 

[0003] Eine Vorrichtung der vorbeschriebenen Art ist aus 
dem US 4,961,399 bekannt. Dort wird die erste Wand von 
einer in der Ilorizontalebene liegenden Tragerplatte ausge- 25 
bildet, auf welcher Substrathalter derart angeordnet und ge- 
lagert sind, dass diese sich beim Betrieb der Vorrichtung 
drehen. Die bekannte Vorrichtung besitzt ein zentrales Gas- 
einlassorgan, durch welches die Reaktionsgase in die Pro- 
zesskammer eingeleitet werden. Die dort beschriebene Vor- 30 
richtung dient zur Abscheidung von III-IV-Halbleiterschich- 
ten. Als Reaktionsgase erwahnt diese Schrift Arsin und Tri- 
methylindium. 

[0004] Das US-Patent 5,788,777 beschreibt ebenfalls eine 
Vorrichtung zum Abscheiden kristalliner Schichten auf kri- 35 
stallinen Substraten in einer Prozesskammer. Dort werden 
Silan und Propan als reaktive Gase der Prozesskammer 
durch ein zentrales Gaseinlassorgan zugefuhrt. Diese Vor- 
richtung dient zum Abscheiden Siliciumcarbidschichten auf 
einkri stallinen Siliciumsubstraten. Bei den beschriebenen 40 
Vorrichtungen bzw. bei den mit der Vorrichtungen ausgeiib- 
ten Verfahren muss das Problem bewaltigt werden, dass Si- 
lan bei relativ geringen Temperaturen (etwa 500°C) zerfallt 
und die Zcrfallsproduktc bei dicscn Temperaturen nicht gas- 
formig bleiben, sondern auskondensieren. Das Auskonden- 45 
sieren wird zudem durch die Anwesenheit von Propan und 
dessen Zerfallsprodukte nachteilhaft beeinflusst. 
[0005] Die nicht vorveroffentlichte DE 199 49 033.4 
schlagt vor, durch Einleiten von weit unter Prozess tempera- 
tur gekiihlten Prozess- und Tragergas kurz vor dem heiBen 50 
Substrat, eine vorzeitige Zerlegung von Quellgasen und die 
lokale Ubersattigung des Gasstromes mit Zerlegungspro- 
duklen zu venneiden. 

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, MaB- 
nahmen vorzuschlagen, die das Auskondensieren von Zer- 55 
fallsprodukten im Gaseinlassbereich verhindern. 
[0007] Gelost wird die Aufgabe durch die in den Ansprii- 
chen angegebene Erfindung. 

[0008] Der Anspruch 1 bildet die gattungsgemaBe Vor- 
richtung dahingehend weiter, dass das Gaseinlassorgan fliis- 60 
sigkeitsgekiihlt ist. GemaB Anspruch 2 wird das Verfahren 
so gefiihrt, dass zwei Reaktionsgase raumlich beabstandet 
und unterhalb ihrer Zerlegungstemperaturen gekiihlt der 
Prozesskammer zugeleitet werden, wobei die Temperatur 
am Ort des Zusammentreffens der beiden Reaktionsgase in 65 
der Prozesskammer hoher ist, als die Sattigungstemperatur 
der Zerfallsprodukte bzw. moglicher Addukte der Zerfalls- 
produkte. Als Reaktionsgase werden bevorzugt Silan und 
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Methan oder Propan verwendel, die durch jeweils gekiihlte 
Zuleitungen bis in die heiBe Zone der Prozesskammer gelei- 
tet werden. Dies kann zusammen mit einem Tragergas, bei- 
spielsweise Wasserstoff erfolgen. Da die gekiihlten Zulei- 
tungen bis nahe an die heiBen Hachen der Prozesskammer 
reichen, erwarmen sich die Reaktionsgase spranghaft. Die 
Zerlegung sprodukte von Silan, Siliciumatome und die Zer- 
legungsprodukte von Methan/Propan, Kohlenstoffatome 
linden demzufolge nahezu sofort nach ihrer Zerlegung eine 
Umgebung vor, die eine Temperatur aufweist, die oberhalb 
der Sattigungstemperatur liegt. Es tritt dann so gut wie keine 
lokale Ubersattigung mehr auf. Die Zerfallsprodukte kon- 
nen durch den Gassfrom radial auswarts bis zu den, in be- 
kannter Weise drehangetriebenen Substrathaltern transpor- 
tiert werden und dort unter Ausbildung einer SiC-Einkri- 
stallschicht auf den Siliciumsubstraten kondensieren. Das 
Tragergas sowie nicht kondensierte Reaktionsprodukte wer- 
den durch Austrittsoffnungen eines Gasauslassringes abge- 
fiihrt. Der Prozess kann bei Niedrigdruck (etwa 100 mbar) 
stattfinden. Durch Wahl geeigneter Prozessparameter sind 
Wachstumsraten von 10 um/h oder mehr erreichbar. Das Zu- 
leitungsorgan wird mittels Wasser oder einer anderen geeig- 
neten Kuhlfliissigkeit gekiihlt ist. Ein eine Kiihlwasserkam- 
mer aufweisender Abschnitt des Zuleitungsorgans kann da- 
bei bis in die heiBe Prozesskammer ragen. Ein Reaktions- 
gas, vorzugsweise Silan, kann aus einem wandgekiihlten, 
ringformigen Keilspalt austreten. Die Spaltwande bestehen 
aus Stahl. Der Keilspalt liegt unmittelbar benachbart zu ei- 
ner auf fiber 1000°C, bevorzugt tiber 1500°C heiBen Grafit- 
Wandung der Prozesskammer. Der Keilspalt ist liber einen 
sehr schmalen Ringspalt mit einer Ringkammer verbunden, 
die sich im Gaseinlassorgan befindet. In diese Ringkammer 
miindet eine Zuleitung von auBerhalb. Dies hat zur Folge, 
dass das Gas in Umfangsrichtung nahezu gleichverteilt 
durch den Spalt stromt und in Radialrichtung gleichmaBig 
austritt. Das andere Reaktionsgas, vorzugsweise Methan 
oder Propan verlasst den in die Prozesskammer ragenden 
Abschnitt des Zuleitungsorganes durch eine zentrale Off- 
nung, die das Ende einer zentralen Zuleitung ist. Diese Off- 
nung liegt auf einer Basisflache des in die Prozesskammer 
ragenden kegelstumpfformigen Abschnitts. Die Basisflache 
liegt etwa mittig zwischen den beiden beheizten Wanden. 
Der kegelstumpfformige Abschnitt ist nahezu vollstandig 
hohl. In der Hohlung befindet sich das Kiihlwasscr, welches 
mittels Kuhlwasserleitblechen durch die Hohlung geleitet 
wird. In dem Gaseinlassorgan ist eine Zuleitung und eine 
Ableitung fur das Kiihlwasser vorgesehen. Auf der AuBen- 
wandung des Gaseinlassorganes sitzt ein ringformiger Tra- 
ger, welcher eine radial abragende Tragschulter bildet. Der 
Trager ist vorzugsweise aus Grafit. Auf dieser ringformigen 
Tragschulter stiitzt sich die Deckplatte ab, die riickwartig 
insbesondere mittels einer Hochfrequenz-Spule beheizt 
wird. Zwischen der Deckplatte und dem insgesamt zylinder- 
formigen Zuleitungsorgan kann noch eine Isoliermanschette 
liegen, die aus einem Kohlenstoffschaum besteht. Zwischen 
der Aussenwandung, auf der der Trager sitzt, und der ande- 
ren Keilspaltwand befindet sich ebenfalls eine Kiihlwasser- 
kammer. 

[0009] Die Erfindung betrifft ferner eine Weiterbildung 
der aus der US 57 88 777 grundsatzlich schon bekannten 
Deckplatte und deren Halterung am Gaseinlassorgan. Die 
Epitaxie von SiC mit den Reaktionsgasen Silan und Methan/ 
Propan erfordert eine inerte Beschichtung von sowohl der 
aus Grafit bestehenden Tragerplatte als auch der ebenfalls 
aus Grafit bestehenden Deckplatte. Die Beschichtung kann 
aus TaC oder SiC bestehen. Auch derartig beschichtete 
Deck- oder Tragerplatten unterliegen aber einem VerschleiB, 
da die Reaktionsgase eine atzende Wirkung entfalten. Erfin- 
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dungsgemaB wird die Deckplatte mil austauschbaren Ver- 
kleidungsringen verkleidet, welche aus TaC bestehen kon- 
nen. Die Verkleidungsringe halten sich durch gegenseitigen 
Untergriff und tragen die Deckplatte. Der innenliegende 
Ring liegt mit seinem inneren Rand auf der Tragschulter des 5 
Tragers. In einer Variante derErfindung ist vorgesehen, dass 
die Verkleidungsringe aus Grafit bestehen und mit TaC oder 
SiC beschichtet sind. 

[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung 
sitzt die Deckplatte der Prozesskammer test am Deckel des to 
Reaktorgehauses. Zwischen dem Reaktorgehausedeckel und 
der Deckplatte liegt die ebenfalls fest mit dem Deckel ver- 
bundene HF-Spule. Wird der Deckel zum Beladen oder Ent- 
laden der Prozesskammer mit Substraten angehoben, was 
mit geeigneten Pneumatikzylinder erfolgen kann, so heben 15 
sich HF-Spule und Prozesskammerdeckplatte mit an. 
[0011] Die Beheizung der Tragerplatte erfolgt von unten 
ebenfalls mit einer HF-Spule. Die beiden HF-Spulen kon- 
nen von getrennten HF-Generatoren gespeist werden. Hier- 
durch ist eine individuelle Regelung von Substrattemperatur 20 
und Deckentemperatur moglich. Die Substrattemperatur 
liegt etwa bei 1600°C. Hierzu wird die vorzugsweise aus 
Grafit bestehende Tragerplatte auf eine Temperatur von 
1700°C bis 1800°C aufgeheizt. Die Oberflachentemperatur 
der aus Grafit bestehenden Deckplatte liegt etwa bei 25 
1600°C. Auch der Bereich der Deckplatte, der unmittelbar 
an das Gaseinlassorgan angrenzt, besitzt eine derart hohe 
Temperatur. Zufolge der Kiihlung besitzt das Gaseinlassor- 
gan eine Temperatur von unter 100°C. 

[0012] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nach- 30 
folgend anhand beigefiigter Zeichnungen erlautert. Es zei- 
gen: 

[0013] Fig. 1 in schematischer Darstellung den Reaktor, 
bestehend aus der in dem Reaktorgehause angeordneten 
Prozesskammer, 35 
[0014] Fig. 2 ein vergroBerter Ausschnitt der Prozesskam- 
mer in der Darstellung gemaB Fig. 1, 
[0015] Fig. 3 eine nochmalige VergroBerung eines Aus- 
schnittes der Prozesskammer mit Gaseinlassorgan, 
[0016] Fig. 4 eine Darstellung des Gaseinlassorganes ge- 40 
maB Fig. 3 mit geanderter Schnittlinie durch das Gaseinlass- 
organ und 

[0017] Fig. 5 eine weitere Darstellung gemaB Fig. 4 mit 
nochmals geanderter Schnittlinie. 

[0018] Die im Ausfuhrungsbeispiel dargestellte Vorrich- 45 
tung dient zum monokristallinen Abscheiden von SiC- 
Schichten auf monokristallinen Si-Substraten in einem 
HeiBwandreaktor. Diese Substrate konnen einen Durchmes- 
ser von 4 Zoll besitzen. Die Vorrichtung befindet sich in ei- 
nem in den Zeichnungen nicht dargestellten Gehause. Der 50 
Deckel 8 des Reaktorgehauses 2 ist nach oben offenbar. Da- 
bei hebt sich der Deckel 8 zusammen mit einem am Deckel 
befestigten Gaseinlassorgan 6, einer ebenfalls befestigten 
Hochfrequenzspule 19 und einer am Gaseinlassorgan 6 be- 
festigten Deckplatte 4 ab. Des Weiteren hebt sich auch noch 55 
ein oberer Gehausewandabschnitt 10, welcher mit Dichtun- 
gen 12 auf einem unteren Gehausewandabschnitt 11 auf- 
liegt, mit ab, so dass die von der Tragerplatte 3 getragenen 
Substrathalter 45 mit Substraten belegt werden konnen. 
[0019] In dem Reaktorgehause 2 befindet sich die Pro- 60 
zesskammer 1. Diese Prozesskammer 1 besitzt eine Trager- 
platte 3, die die Substrathalter 45 tragt. Parallel zur Trager- 
platte 3 erstreckt sich oberhalb dieser eine Deckplatte 4. Die 
Tragerplatte 3 wird von unten mittels einer wassergekiihlten 
HF-Spule 19 beheizt. Die Deckplatte 4 wird von oben mit 65 
einer ebenfalls wassergekiihlten HF-Spule 20 beheizt. Die 
Tragerplatte 3 ist ringformig gestaltet, wobei der AuBen- 
durchmesser etwa doppelt so groB ist wie der Innendurch- 
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messer. Die Innenwandung der Tragerplatte 3 besitzl eine 
radial einwarts ragende Ringstufe 3'. Mit dieser Ringstufe 3' 
liegt die Tragerplatte 3 auf dem Rand einer Stiitzplatte 1 auf. 
Die Stiitzplatte 1 stiitzt sich wiederum auf einem Stiitzrohr 
24 ab, welches von einer Zugstange 23 durchragt wird. Die 
Zugstange 23 greift etwa mittig an einer oberhalb der Stiitz- 
platte 21 angeordneten Zugplatte 22 an, welche mit ihrem 
Rand auf den Kragen 3' aufiiegt. Durch Zug an der Zugs- 
tange 23 von unten wird die Tragerplatte 3 klemmbackenar- 
tig gehalten. 

[0020] Die Tragerplatte 3 und die Deckplatte 4 werden 
von einem Gasauslassring 5 umgeben. Dieser Gasauslass- 
ring 5 bildet die seifliche Prozesskammer- Wand. Der Gas- 
auslassring 5 besitzt eine Vielzahl von radialen Bohrangen 
25, durch welche das Prozessgas austreten kann. Der Gas- 
auslassring 5 ist ebenso wie die Stiitzplatte 21, die Zugplatte 
22, die Tragerplatte 3 und die Deckplatte 4 aus massivem 
Grafit gefertigt. Er ist einstiickig und hat eine Breite, die 
etwa der Hohe der Prozesskammer 1 entspricht. Hierdurch 
besitzt der Gasauslassring 5 eine relativ hohe Warmekapazi- 
tat, was zur Folge hat, dass das Temperaturprofil innerhalb 
der Prozesskammer auch am Rand sehr homogen ist. Indem 
der Gasauslassring 5 eine von der Deckplatte 4 iiberfangene 
Stufe 35 und eine von der Tragerplatte unterfangene Stufe 
36 ausbildet, ragt er bereichsweise in den Zwischenraum 
von Deckplatte 4 und Tragerplatte 3. 
[0021] Die Deckplatte 4 ist an ihrer Unterseite mit insge- 
samt drei Verkleidungsringen 34 ausgefiittert. Diese Ver- 
kleidungsringe konnen aus Grafit bestehen oder aus TaC. 
Sie werden ahnlich wie Ofenringe durch gegenseitigen 
Ubergriff aneinander gehalten, wobei sich der innerste Ring 
34 auf einen Ringkragen eines Grafillragcrs 33 absliil/.l, 
welcher auf das untere Ende des Gaseinlassorganes 6 aufge- 
schraubt ist. Im Bereich des Ubereinanderliegens sind die 
Verkleidungsringe 34 gefalzt. Sie bilden ubereinanderlie- 
gende gestufte Ringabschnitte 34', 34" aus, so dass ihre 
Oberflache stufenlos verlauft. 

[0022] Das Gaseinlassorgan 6 ist insgesamt zweiteilig 
ausgebildet. Es besitzt einen Kern, der einen in die Prozess- 
kammer 1 ragenden Abschnitt 49 ausbildet, welche eine Ke- 
gelstumpfgestalt besitzt. Dieser Kern wird von einem Man- 
tel 50 umgeben. Mittels O-Ringdichtung 43 ist der Mantel 
50 gegenuber dem Kern 49 abgedichtet. 
[0023] Die Zufiihrung des Silans 5 erfolgt durch die Zulci- 
tung 27, welche in eine Ringkammer 38 mundet. An die 
Ringkammer 38 schlieBt sich ein Ringspalt 37 an, und an 
den Ringspalt 37 schlieBt sich eine ringkeilformige Offnung 
30 an, durch welche das Silan austritt. Die Wandung dieses 
Austritts 30 wird einerseits vom Kernabschnitt 49 und ande- 
rerseits vom Mantel 50 ausgebildet. Die Wande des Kanals 
30 sind gekiihlt. Hinter den Kanalwanden befinden sich 
Kublwasserkammern 28, durch welche Kiihlwasser stromt, 
urn die Wandungstemperatur unterhalb der Zerlegungstem- 
peratur des Silans zu halten. 

[0024] Das Kiihlwasser tritt durch den Kiihlwasserkanal 

39 in die dem Kern 49 zugeordnete Kiihlwasserkammer 28 
ein und wird dort mittels Leitblechen 29 an der Wand ent- 
langgefiihrt, um die Kiihlwasserkammer 28 durch den Kanal 

40 wieder zu verlassen. 

[0025] Die Basisflache 52, welche ebenfalls zufolge riick- 
wartiger Kiihlwasserbeaufschlagung bei einer Temperatur 
gehalten ist, bei welcher sich die Reaktionsgase nicht zerle- 
gen, befindet sich etwa in der Mitte der Prozesskammer und 
verlauft parallel zur Oberflache der Tragerplatte 3. Sie hat 
einen kleineren Abstand zur Oberflache der Tragerplatte, als 
die Halfte des Abstandes von Deckplatte 4 zu Tragerplatte 3. 
In der Mitte der Basisflache 52 befindet sich die Offnung 31 
der Methan- bzw. Propan-Zuleitung 26. Durch einen Spiil- 



DE 100 43 601 Al 



kanal 41 kann Wassersloff in die Prozesskammer 1 einlxe- 
ten. Die Prozessgase werden ebenfalls zusammen mit Was- 
serstoff durch die ihnen zugeordneten Zuleitungen 26, 27 
geleitet. 

[0026J Um die beim Betrieb der Vorrichtung etwa bis auf 5 
1600°C aufgeheizte Deckplatte 4 von dem gekiihlten Gas- 
einlassorgan 6 zu isolieren, ist eine das Gaseinlassorgan um- 
gebende Isolationsmanschette 32 aus einem Kohlenstoff- 
schaum vorgesehen, welche auf dem Trager 33 sitzt. 
[0027] Mit der Bezugsziffer 51 ist beispielhaft ein Ort in 10 
der Prozesskammer 1 dargestellt, wo die Zerlegungspro- 
dukte des Silans mit dessen Methans bzw. Propans zusam- 
mentreffen. An diesem Punkt 51 ist die Gas-Temperatur ho- 
her als die Sattigungstemperatur der Zerfallskomponenten, 
so dass keine Ubersattigungseffekte auftreten. Die Trager- 15 
platte 3 wird iiber das Stiitzrohr 24 drehangetrieben und 
tragt drehangetriebene Substrathalter 45. Die Bereiche zwi- 
schen den Substrathalter 45 werden von Kompensations- 
platten 48 ausgefiillt. Diese liegen lose auf der Oberflache 
der Tragerplatte 3 auf. Die Oberflachen von Substrathalter 20 
45 und Kompensationsplatte 48 fluchten zueinander. Die 
Kompensationsplatten 48 sind vorzugsweise aus TaC gefer- 
tigt und austauschbar. 

[0028] Wird die Tragerplatte 3 von unten beheizt, so tritt 
im Bereich der Ilorizontalfuge zwischen Kompensations- 25 
platte 48 und Tragerplatte 3 erwa der gleiche Temperafur- 
sprung auf, wie an der Horizontalfuge zwischen Substrathal- 
ter 45 und Tragerplatte 3. 

[0029] Der Mantel 50 besitzt mehrere in axialer Richtung 
sich erstreckende Bohrungen. Ein oder mehrere Bohrungen 30 
27 dienen der Silanzufiihrung mtinden in die Ringkammer 
38. Ein oder mehrere weitere Bohrungen 15 dienen der Was- 
serstoffzuleitung und mtinden in einem Ringkanal 42, der 
verbunden ist mit einer ringformigen Spulgasaustrittsdiise 

41. 35 

[0030] Parallel zu den Kanalen 27 und 15 laufen Kiihl- 
wasserzufiihr- bzw. Abfiihrkanale 14. Diese miinden in 
Kuhlwasserkammern 28. 

[0031] Alle offenbarten Merkmale sind (fiir sich) erfin- 
dungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird 40 
hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehorigen/beige- 
fiigten Prioritatsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) 
vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merk- 
male dicscr Untcrlagcn in Anspriichc vorlicgcndcr Anmel- 
dung mit aufzunehmen. 45 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum Abscheiden insbesondere kristalli- 
ner Schichten auf einem oder mehreren, insbesondere 50 
ebenfalls kristallinen Substraten in einer Prozesskam- 
mer (1) mittels in die Prozesskammer eingeleiteten und 
sich dort pyrolytisch umsetzenden Reaktionsgasen, 
wobei die Prozesskammer (1) eine erste Wand (3) und 
eine der ersten gegenuberliegenden, zweite Wand (4) 55 
besitzt und der ersten Wand mindestens ein beheizter 
Substrathalter (45) zugeordnet ist, wobei zumindest ein 
Reaktionsgas mittels eines Gaseinlassorgans (6) der 
Prozesskammer (1) zugefiihrt wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Gaseinlassorgan (1) fliissigkeitsge- 60 
kiihlt ist. 

2. Verfahren zum Abscheiden insbesondere kristalli- 
ner Schichten auf einem oder mehreren, insbesondere 
ebenfalls kristallinen Substraten in einer Prozesskam- 
mer (1) mittels in die Prozesskammer (1) eingeleiteten 65 
und sich dort pyrolytisch umsetzenden Reaktionsga- 
sen, wobei die Prozesskammer eine erste Wand (3) und 
eine der ersten gegenuberliegenden zweiten Wand (4) 



besitzt und auf einem der ersten Wand zugeordneten 
beheizten Substrathalter ein Substrat liegt, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass zwei Reaktionsgase raumlich beab- 
standet voneinander und auf unterhalb ihrer Zerle- 
gungstemperaturen gekiihlt der Prozesskammer (1) zu- 
geleitet werden, wobei die Temperatur am Ort des Zu- 
sammentreffens (51) der beiden Reaktionsgase in der 
Prozesskammer (1) hoher ist, als die Sattigungstempe- 
ratur der Zerfallsprodukte bzw. moglicher Addukte der 
Zerfallsprodukte. 

3. Vorrichtung insbesondere nach Anspruch 1 oder 
Verfahren insbesondere nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass auch die zweite Wand (4) der Pro- 
zesskammer (1) beheizbar ist bzw. beheizt wird. 

4. Verfahren oder Vorrichtung nach einem oder mehre- 
ren der vorhergehenden Anspruche oder insbesondere 
danach, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozesskam- 
mer auf iiber 1000°C insbesondere iiber 1500°C auf- 
heizbar ist bzw. aufgeheizt wird. 

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche oder insbesondere danach, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Gaseinlassorgan (6) 
wassergekiihlt ist bzw. wird. 

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche oder insbesondere danach, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein eine Kiihlwasserkam- 
mer (28) aufweisender Abschnitt (49) des Gaseinlass- 
organes (6) bis in den Abstandsraum der beiden Wande 
(3, 4) ragt. 

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche oder insbesondere danach, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Reaktionsgas aus ei- 
nem ringformigen Spalt (30) mit gekiihlten Spaltwan- 
den austritt, welche aus Stahl bestehen und unmittelbar 
benachbart liegen zu einer iiber 1000°C, bevorzugt 
iiber 1500°C aufheizbaren Grafit-Wandung der Pro- 
zesskammer. 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Keilspalt (30) iiber einen schmalen 
Ring spalt (37) mit einer Ringkammer (38) verbunden 
ist, in welche eine Zuleitung (27) mundet. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriichc oder insbesondere danach, gekennzeichnet 
durch eine zentrale Zuleitung (26), die mittig aus dem 
in die Prozesskammer (1) ragenden Abschnitt (49) 
mundet. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Basisflache (52) des in die Prozess- 
kammer (1) ragenden kegelstumpfformigen Abschnitt 
(49) etwa mittig, bevorzugt naher an der eine Trager- 
platte (3) bildenden Wand, zwischen den beiden Wan- 
den (3, 4) liegt. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der kegelstumpfformige Abschnitt (49) 
hohl ist und in der Hohlung Kiihfwasserleitbleche (29) 
angeordnet sind. 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche oder insbesondere danach, gekennzeichnet 
durch einen mit der Wandung des Gaseinlassorgans (6) 
verbundenen Trager (33), insbesondere aus Grafit, wel- 
cher eine Tragschulter ausbildet, auf welcher eine ring- 
formige, beheizte Deckplatte (4) insbesondere aus Gra- 
fit aufliegt. 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dass die Deckplatte (4) iiber sich durch ge- 
genseitigen Untergriff tragenden Verkleidungsringen 
(34) liegt, wobei der innenliegende Ring mit seinem 
Rand auf einer Tragschulter liegt. 

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 5 
spriiche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Verkleidungsringe (34) aus TaC oder 
aus TaC- oder SiC-beschichteten Grafit bestehen. 

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, dass die riickwartig beheizte Wand (3) eine 
ringformige Tragerplatte fur mehrere, insbesondere 
drehbare Substrathalter (45) bildet. 

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
sprilche oder insbesondere danach, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, dass die Tragerplatte (3) eine Ringform auf- 
weist und von unten von einer zentralen Stutzplatte 

(21) durch Randuntergriff getragen wird. 

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche oder insbesondere danach, gekennzeichnet 20 
durch eine iiber der Stutzplatte (21) liegende Zugplatte 

(22) , die sich auf dem Rand (3') der Tragerplatte (3) ab- 
stiitzt und an der eine Zugstange (23) angreift. 
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